
16 nm** 66-81 Март Май Июль Сентябрь Ноябрь
Logic, Fin FET Compact (0.8/1.8V) 66-81 1 10 5 6 1
Logic, Fin FET Plus (0.8/1.8V) 72 1 10 5 6 1

28 nm** 66-71 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Logic, HPM (0.9/1.8V, 0.9/2.5V) 20 17 16 20 18 15 20 17 28 19 16 21
Logic, HPC (0.9/1.8V, 0.9/2.5V) 20 17 16 20 18 15 20 17 28 19 16 21
Logic, HPC Plus (0.9/1.8V, 0.9/2.5V) 20 17 16 20 18 15 20 17 28 19 16 21
Logic, HP (0.85/1.8V, 0.85/2.5V) 68 20 17 16 20 18 15 20 17 28 19 16 21
Logic, LP (1.05/1.8V, 1.05/2.5V) 20 17 16 20 18 15 20 17 28 19 16 21
Logic, LP Plus (1.05/1.8V, 1.05/1.05/1.8V ) 20 17 16 20 18 15 20 17 28 19 16 21
Logic, ULP (0.7/1.8V) 71 20 16 18 20 28 16
Logic, HPL (1.0/1.8V, 1.0/2.5V) 68 20 17 16 20 18 15 20 17 28 19 16 21
RF HPC Pluse (0.9/1.8V, 0.9/2.5V) 20 17 16 20 18 15 20 17 28 19 16 21
RF HPC (0.9/1.8V, 0.9/2.5V) 20 17 16 20 18 15 20 17 28 19 16 21
RF LP (1.05/1.8V) 66 20 17 16 20 18 15 20 17 28 19 16 21
RF HPL (1.0/1.8V, 1.0/2.5V) 68 20 17 16 20 18 15 20 17 28 19 16 21

40nm LP & 45nm GS (45GS = 40G) 76-111 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Logic, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) 6 17 2 6 4 1 6 3 7 4 2 14
Logic, 40LP Plus (1.1/2.5V) 6 17 2 6 4 1 6 3 7 4 2 14
Logic, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/2.5V) 6 17 2 6 4 1 6 3 7 4 2 14
Mixed-Signal/RF, 40LP (1.1/1.8V, 1.1/2.5V) 6 17 2 6 4 1 6 3 7 4 2 14
Mixed-Signal/RF, 40ULP (1.1/2.5V, 0.9/2.5V) 6 17 2 6 4 1 6 3 7 4 2 14
Logic, 45GS  (45GS = 40G)  (0.9/1.8V, 0.9/2.5V) 6 17 2 6 4 1 6 3 7 4 2 14
EmbFlash, 40LP (1.1/2.5V) 111 1 7 14

55 nm 65-88 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Logic, GP (1.0/1.8V, 1.0/2.5V) 13 23 16 13 11 15 13 10 21 12 9 7
Logic, LP (1.2/1.8V ,1.2/2.5V) 13 23 16 13 11 15 13 10 21 12 9 7
Logic, ULP (0.9V/2.5V) 13 23 16 13 11 15 13 10 21 12 9 7
Mixed-Signal/RF, LP(1.2/1.8V, 1.2/ 2.5V) 13 23 16 13 11 15 13 10 21 12 9 7
Mixed Signal/RF, ULP (0.9V/2.5V) 13 23 16 13 11 15 13 10 21 12 9 7
EmbFlash (1.2/2.5V) 16 15 21 7
EmbFlash, ULP (0.9&2.5V) 16 15 21 7
High Voltage (1.2/6/32V) 77 23 11 10 9

65 nm 63 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Logic, LP/DGO (1.2/2.5V, 1.2/3.3V) 13 23 16 13 11 15 13 10 21 12 9 7
Logic, GP/DGO (1.0/1.8V, 1.0/2.5V, 1.0/3.3V) 13 23 16 13 11 15 13 10 21 12 9 7
Logic, LP-based TGO (1.0/1.2/2.5V) 23 11 10 9
Logic, ULP (1.0/2.5V) 13 23 16 13 11 15 13 10 21 12 9 7
Mixed-Signal/RF, GP (1.0/ 2.5V) 13 23 16 13 11 15 13 10 21 12 9 7
Mixed-Signal/RF, LP (1.2/ 2.5V) 13 23 16 13 11 15 13 10 21 12 9 7

80 nm 61-73 Апрель Октябрь
Logic, GC (1.0/2.5V, 1.0/3.3V) 6 19
Logic, High Performance (1.2/2.5V) 6 19
Mixed-Signal, GC (1.0/2.5V, 1.0/3.3V) 6 19
High Voltage (1.2/5/6/32V) 73 6 19

85 nm 59 Март Сентябрь
Logic, G (1.0/1.8V, 1.0/2.5V, 1.0/3.3V) 16 21
Logic, LP (1.2/2.5V, 1.2/3.3V) 16 21
Logic, ULP (1.0/2.5V) 16 21
Mixed-Signal/RF, LP (1.2/3.3V) 16 21

90 nm 61-81 Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь
Logic, G (1.0/1.8V, 1.0/2.5V, 1.0/3.3V, 1.0/1.8/3.3V) 20 16 18 20 21 16
Logic, LP (1.2/2.5V, 1.2/3.3V) 20 16 18 20 21 16
Logic, GT (High Performance) (1.2/2.5V) 20 16 18 20 21 16
Mixed-Signal/RF, G (1.0/1.8V, 1.0/2.5V, 1.0/3.3V, 1.0/1.8/3.3V) 20 16 18 20 21 16
Mixed-Signal/RF, LP (1.2/2.5V, 1.2/3.3V) 20 16 18 20 21 16
EmbFlash, LP (1.2/3.3V) 81 20 18 20 16

0.11 um 55-57 Январь Апрель Октябрь
Logic, G (1.2/3.3V), FSG 6
Mixed-Signal, G (1.2/3.3V), FSG 6
Mixed-Signal, G (1.2/3.3V), FSG, Hybrid 6 4
Mixed-Signal, LP (1.2/3.3V), FSG, Hybrid 6 4

0.12 um 54-56 Февраль Июль

Logic, G (1.2/3.3V), FSG 54-56 25 мм2
23 27

0.13 um 54-79 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Logic, G (1.2/2.5V, 1.2/3.3V); FSG 25 23 30 27 25 29 27 10 21 4 11 21
Logic, LP (1.5/2.5V, 1.5/3.3V); FSG 25 23 30 27 25 29 27 10 21 4 11 21
Logic, LV (1.0/2.5V, 1.0/3.3V); FSG 25 23 30 27 25 29 27 10 21 4 11 21
Mixed-Signal/RF, G (1.2/2.5V, 1.2/3.3V); FSG 25 23 30 27 25 29 27 10 21 4 11 21
Mixed-Signal, LP (1.5/3.3V); FSG 23 30 25 29 27 10 21 21
High Voltage, BCD (1.5/5/10/20/28/36V) 25 23 30 27 25 29 27 10 21 4 11 21
High Voltage, BCD (1.5/3.3/5/10/20/28/36V) 25 23 30 27 25 29 27 10 21 4 11 21

0.152 um 38-49 Январь Март Апрель Июнь Июль Октябрь
Logic, G (1.8/3.3V) 13 9 6 15 13 4
Mixed-Signal, G (1.8/3.3V) 13 9 6 15 13 4
Mixed-Signal GPIIA, G (1.8/5V) 9 6 15 13 4

0.18 um 42-85 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Mixed-Signal/RF, G (1.8/3.3V) 6/13/20 17/23 9/16/23 13/20/27 11/18/25 1/15/22 13/20/27 10/17/24 7/21/28 12/19/26 9/16/30 14/21/28
Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded MTP 6/13 17/23 13/20 11/18 13/20 10/17 28 26 9/16 28
Mixed-signal/RF, G (1.8/3.3V) embedded OTP (Kilopass/eMemory) 6/13 17/23 13/20 11/18 13/20 10/17 28 26 9/16 28
Mixed Signal, G, (1.8/5V) 6 23 9 13 18 1/15 13/27 17 21 12/19 21
Logic, G (1.8/3.3V) 6/13/20 17/23 9/16/23 13/20/27 11/18/25 1/15/22 13/20/27 10/17/24 7/21/28 12/19/26 9/16/30 14/21/28
Logic, G (1.8/3.3V), Embedded OTP/ MTP 6/13 17/23 13/20 11 13/20 10/17 28 26 9/16 28
Logic, LV (1.5/3.3V) 20 17 9 27 11/25 1/22 20/27 10/24 28 12/26 9/16/30 14/28
Logic, LP (1.8/3.3V) 6/13 16 13/20 13/27 10/17/24 7/21 19 30 14/21
SiGe BiCMOS, G (1.8/3.3V) 66 17 11 10 9
CMOS Image Sensor (1.8/3.3V) 50 6 13
EmbFlash (1K, 20K) (1.8/3.3V) 13 9 1 20 12
EmbFlash Enhanced (1.8/3.3V) 13 9/23 20/27 1/22 20 21 12 16 21
EmbFlash Enhanced (1.8/5V) 13 9 1 20 12
EmbFlash HDR (1.8/3.3V) 13 9 1 20 12
EmbFlash eLL (1.8/3.3V) 13 20 20 16
High Voltage (1.8/3.3/32V) 23 13 18 17
High Voltage (1.8/5/32V) 23 16 13 18 17 7 14
High Voltage (1.8/5/18/24/32/40V), BCD 23 13 18 27 17 19
High Voltage (1.8/5/60/Vg1.8/5V), BCD 23 13 18 17
High Voltage, BCD (Generation-2) 62-85 20 23 16 13 18/25 18 27 17/24 7/28 19/26 30 14/28

0.25 um 55-69 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Logic, G (2.5/3.3V, 2.5/5V) 42-50 6-20 17 2/23 20 11/18 15 6/20 24 5/28 19 2/16 21
Logic, G (2.5/3.3V, 2.5/5V), Embedded OTP 2 5
Logic, G (2.5/3.3V), Embedded MTP 2 5
Mixed-Signal/RF, G (2.5/3.3V, 2.5/5V) 42-50 6/20 17 2/23 20 11/18 15 6/20 24 5/28 19 2/16 21
Mixed-Signal, G (2.5/3.3V, 2.5/5V), Embedded OTP 2 5
Mixed-Signal/RF, G (2.5/3.3V), Embedded MTP 2 5
High Voltage, BCD (2.5/5/12/24/40V/Vg 2.5/5V) 20 17 23 20 18 15 20 24 28 19 16 21
High Voltage, BCD (2.5/5/12/24/40/Vg 2.5/5/12V) 20 17 23 20 18 15 20 24 28 19 16 21
High Voltage, BCD (2.5/5/60V/Vg 2.5/5V) 17 20 15 24 16
High Voltage, BCD (2.5/5/12/24/40/60/Vg2.5/5/12V) 17 20 15 24 16
High Voltage, Gen-2 BCD (2.5/5/7/12/20/24/40/45/60V/Vg 2.5/5/12V) 17 20 15 24 16

0.35 um 33-51 Январь Февраль Март Май Июль Август Сентябрь Ноябрь
Logic, G, Polycide/Silicide (3.3/5V) 25 9 4 6 21 16
Mixed-Signal, G (3.3/5V) 25 9 4 6 21 16
High Voltage, G, DDD (3.3/12/13.5) 25 9 4 6 21 16
High Voltage, DDD (3.3/12/13.5/15/18V) 25 4 6 16
High Voltage, BCD (3.3/20/23V/Vg 3.3V) 9 21
High Voltage, BCD (3.3/5/12/15/20/40V/Vg 3.3/5/12V) 9 21
SiGe BiCMOS, G (3.3V) 51 1 25 17 30

0.5 um 48 Март Июнь Сентябрь Декабрь

High Voltage, (5/20/450/600/700/800V) 48 25 мм2 30 29 7 28

Контакты:
Общество с ограниченной ответственностью «Дизайн Центр КМ211»
(ООО «КМ211»)
124527, г. Москва, Зеленоград, Солнечная аллея, дом 6 
Тел: +7 (499) 940-03-56. Тел/Факс: +7 (499) 940-03-57 
e-mail: dp@km211.ru
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Расписание запусков прототипирования (MPW) TSMC на 2016 г.

Дизайн Центр КМ211 предоставляет услуги по разработке микросхем, а также по опытному и серийному производству микросхем на фабрике TSMC. Компания разработала уникальные микропроцессорные ядра с оригинальной
архитектурой и выдающимися характеристиками плотности кода и потребления. Коллектив разработчиков Дизайн Центра КМ211 является лидером России в области разработки микроконтроллерных и низкопотребляющих
микропроцессорных ядер с большим опытом серийного выпуска микросхем. Отработанный маршрут проектирования и производства, в том числе по техпроцессам с FLASH памятью, отсутствие лицензионных отчислений за
микропроцессорные ядра и собственные IP блоки, а также мощная программная поддержка наших микропроцессорных решений в сочетании с низкими административными издержками дают весомые преимущества по
сравнению с зарубежными и российскими аналогами.

Техпроцесс Длитель-
ность*

Дата запуска (Часовой пояс TWN)

TSMC — крупнейший мировой контрактный 
производитель полупроводниковых микросхем

 KM211 - официальный представитель TSMC в России

По вопросам размещения заказов на производство обращаться:
+7 (499) 940-03-56
Дмитрий Пустов 

dp@km211.ru

Размер 
позиции

* Длительность шаттла зависит так же от выбора дополнительных опций. Для подсчета точного времени производства обращайтесь к менеджерам КМ211.
** С 2016 года техпроцессы 28нм доступны по general NDA. Техпроцессы 16нм требуют особого NDA.
*** В расписании запусков MPW присутствуют не все доступные техпроцессы TSMC. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к менеджерам КМ211.
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